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요약

    
본 발명은 액정 디스플레이 패널을 제공하기 위한 것으로서, 기판 상에 다수 개로 형성된 게이트 배선 및 게이트 전극; 
상기 게이트 배선 및 전극을 포함한 기판 상에 형성된 게이트 절연막; 상기 게이트 절연막 상에 소정 영역에 형성된 반
도체층; 상기 반도체층 상에 형성된 오우믹콘택층; 상기 게이트 배선과 교차하게 패터닝되어 형성된 다수 개의 데이터 
배선; 상기 데이터 배선과 함께 패터닝되어 상기 오우믹콘택층 상에 형성된 소스 전극; 상기 화소 내에 형성된 화소 전
극; 상기 오우믹콘택층 상에 상기 화소 전극과 연결되도록 상기 데이터 배선과 함께 패터닝되어 형성되고, 그 폭이 균일
하지 않게 형성된 드레인 전극을 포함하여 구성되며, 상기 게이트 전극과 중첩하는 영역의 경계부 주위에 형성된 드레
인 전극의 폭이 상기 경계부 주위를 제외한 드레인 전극의 폭보다 좁게 형성함으로써 게이트 전극에 연결된 드레인 전
극 사이의 중첩 면적의 변동을 줄여 용량(Cgd) 변동을 최소화하여 액정 디스플레이 패널의 화질을 개선할 수 있다.
    

대표도
도 2a

색인어
드레인 전극
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명세서

도면의 간단한 설명

도1은 일반적인 TFT-LCD 어레이 중 단위 화소의 등가회로도

도2a는 본 발명에 따른 제1실시예로, 박막트랜지스터의 드레인 전극의 면적의 변동을 줄인 액정 디스플레이 패널의 구
조 평면도

도2b는 본 발명에 따른 제2실시예로, 박막트랜지스터의 드레인 전극의 면적의 변동을 줄인 액정 디스플레이 패널의 구
조 평면도

*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

10 : 게이트 배선 10a :게이트 전극

20 : 반도체층 30 : 데이터 배선

30a :소스 전극 30b : 드레인 전극

40 : 화소 전극 50 : 박막트랜지스터

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 디스플레이 패널에 관한 것으로, 특히 기생용량의 변동이 적은 박막트랜지스터 구조를 이용하여 화질을 
개선한 액정 디스플레이 패널에 관한 것이다.

도1은 일반적인 TFT-LCD(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Displat) 어레이 중 단위 화소의 등가회로를 나
타낸다.

게이트 신호전압이 인가되면 박막트랜지스터(TFT)가 턴온 상태가 되어 이 시강동안 화상에 관한 정보를 가진 데이터 
전압이 TFT를 통과하여 액정에 인가되는데, 이때 커패시터인 액정을 충전시키기 위한 전류(I ON )는 액정(CLC )에 의
한 커패시터 및 후속신호 인가시까지 액정의 위상을 유지시키기 위한 스토리지 커패시터(Csto )의 합인 CTOT 에다가 
액정에 인가되는 전압(VLC )을 곱한 값을 게이트의 턴온 시간(τg)으로 나눈 값으로 수학식1과 같다.

수학식1

이상적으로는 액정에 의한 커패시터 및 스토리지 커패시터에 충전된 총전하량은 게이트가 턴오프(turn-off)되어 다음 
신호가 들어올 때까지 유지가 되나, 실제의 경우에는 박막트랜지스터의 채널층의 저항(Roff)으로 인해 누설전류(I OF
F )가 존재하여(값을 수학식2와 같음) 이 누설전류가 충분히 작지 않으면 액정인가 전압의 왜곡 즉, 액정인가 전압(V L
C)의 강하량인 δV가 발생하여 플리커(flicker)의 주요원인이 된다.
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수학식2

Ng는 총 게이트 수를 나타내며 τg· Ng는 하나의 프레임 시간을 나타낸다.

그리고 a-Si:H TFT에서는 게이트 전극(g)과 소스 전극(s), 게이트 전극(g)과 드레인 전극(d)사이에 중첩(overlap) 
부분이 존재하여 각각 Cgs, Cgd의 기생용량(parasistic capacitance)을 갖게 된다.

상기 기생용량은 부품을 집적하여 회로를 구성하는 경우 사용하는 소자의 크기, 길이 및 배치 등에 따라 그 부품이 가지
고 있는 기능 이외에 부가된 작용을 하는 인덕턴스 혹은 정전용량을 말하는 것으로 여기서는 정전용량을 말한다.

그리고 상기 Cgd는 TFT가 턴오프 될 때 용량성 커플링에 의해 액정 인가전압(V LC )에 전압 변동(ΔV)을 주고, 이러
한 액정 인가전압(VLC )의 변동은 액정 디스플레이 패널의 광투과율을 시간에 따라 변화시켜 화질에 중요한 영향을 끼
치는 요인으로 작용한다. 게이트와 소오스/드레인 사이 용량성 커플링에 의한 전압 변동을 공통전극에 인가되는 전압(
Vcom )으로 보정해 주지만 실제로 액정 용량이 데이터 전압의 함수이므로 모든 경우의 데이터 전압에 대해 보정할 수 
없으므로 플리커가 발생한다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상기와 같은 종래 기술에 따른 액정 디스플레이 패널은 게이트가 턴오프될 경우, 게이트 전극(g)과 드레인 전극(d) 사
이의 중첩부분으로 인한 용량(Cgd)으로 인한 액정 인가 전압이 강하에 의해 플리커(flicker)가 발생하는 문제점이 있
다.

따라서 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로서, 게이트 전극(g) 및 화소 전극에 연결된 드레
인 전극(d) 사이의 중첩 면적의 변동을 줄여 용량(Cgd) 변동을 최소화하여 화질이 개선된 액정 디스플레이 패널을 제
공하는데 그 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

    
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정 디스플레이 패널의 특징은 기판 상에 다수 개로 형성된 게이트 
배선 및 게이트 전극; 상기 게이트 배선 및 전극을 포함한 기판 상에 형성된 게이트 절연막; 상기 게이트 절연막 상에 
소정 영역에 형성된 반도체층; 상기 반도체층 상에 형성된 오우믹콘택층; 상기 게이트 배선과 교차하게 패터닝되어 형
성된 다수 개의 데이터 배선; 상기 데이터 배선과 함께 패터닝되어 상기 오우믹콘택층 상에 형성된 소스 전극; 상기 화
소 내에 형성된 화소 전극; 상기 오우믹콘택층 상에 상기 화소 전극과 연결되도록 상기 데이터 배선과 함께 패터닝되어 
형성되고, 그 폭이 균일하지 않게 형성된 드레인 전극을 포함하여 구성되는데 있다.
    

본 발명의 특징에 따른 작용은 상기 게이트 전극과 중첩하는 영역의 경계부 주위에 형성된 드레인 전극의 폭이 상기 경
계부 주위를 제외한 드레인 전극의 폭보다 좁게 형성함으로써 마스크를 이용하여 데이터 배선 및 소스 전극과 함께 형
성되는 드레인 전극의 오버레이(overlay)에 변동이 있을지라도 게이트 전극과 중첩되는 상기 드레인 전극의 면적의 변
동량이 적으므로 게이트 전극과 드레인 전극의 중첩으로 인해 생기는 기생용량의 변동을 줄일 수 있다.

본 발명의 다른 목적, 특성 및 잇점들은 첨부한 도면을 참조한 실시예들의 상세한 설명을 통해 명백해질 것이다.

본 발명에 따른 액정 디스플레이 패널의 바람직한 실시예에 대하여 첨부한 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
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도2a는 본 발명에 따른 제1실시예로, 박막트랜지스터의 드레인 전극의 면적의 변동을 줄인 액정 디스플레이 패널의 구
조 평면도이다.

도2a에 도시된 바와 같이 게이트배선(10) 및 데이터배선(30)이 종횡으로 배열되어 있다. 이 게이트배선(10)과 데이
터배선(30)에 의해 화소 영역이 정의되고, 실제의 액정패널은 다수 개의 단위 화소 영역을 갖는 액티브 영역으로 구성
되어 있다. 상기한 화소 영역 내에는 게이트배선(10)과 데이터배선(30)의 교차점에는 박막트랜지스터(50 : thin film 
transistor)가 형성되어 있다.

    
상기한 박막트랜지스터(50)는 제1기판 위에 게이트배선(10)과 동시에 형성된 게이트전극(10a), 게이트 전극(10a) 
상부를 포함한 제1기판의 전면에 형성된 게이트절연막(도시하지 않음), 상기 게이트절연막 상부에 차례로 형성된 반도
체층(20), 상기 데이터배선(30)과 동시에 상기 반도체층(20) 상부에 형성된 오우믹콘택층(도시하지 않음), 상기 오우
믹콘택층 상부에 형성된 소스 전극(30a) 및 드레인 전극(30b)으로 구성되며, 상기한 게이트전극(10a) 및 소스 전극(
30a)은 각각 게이트배선(10) 및 데이터배선(30)에 접속된다.
    

그리고 박막트랜지스터(50)를 포함한 전면에 보호막(도시하지 않음)이 형성되고, 상기 드레인 전극(30b) 상에 형성된 
보호막의 소정 영역을 노출하여 콘택홀을 형성하고, 콘택홀에 의해 드레인 전극(30b)과 연결되어 화소 영역 상에 투명
도전막으로 화소 전극(40)이 형성되어 있다.

먼저, 기판 상에 금속 물질을 스퍼터링(Sputtering)법으로 형성하고 마스크를 이용하여 패터닝하여 다수 개로 게이트 
배선(10) 및 게이트 전극(10a)을 형성한다.

이어, 상기 게이트 배선(10) 및 게이트 전극(10a)을 포함한 기판 전면에 실리콘질화물 또는 실리콘산화물 등을 CVD
(Chemical Vapor Deposition)법으로 증착하여 게이트 절연막을 형성한 후, 박막트랜지스터(50)의 채널로 사용되는 
반도체층(20)을 형성한다.

이어, 상기 반도체층(20)을 포함한 게이트 절연막 전면에 Al, Mo, Cr, Ta 또는 Al합금 등과 같은 금속을 형성한 후 마
스크를 이용하여 패터닝하여 상기 게이트 배선(10)과 교차하도록 단층으로 데이터 배선(30), 소스 전극(30a) 및 드레
인 전극(30b)을 형성한다.

상기 게이트 전극(10a)과 중첩하는 영역의 경계부 주위 및 화소 전극(40) 측을 향하는 드레인 전극(A)의 폭을 게이트 
전극(10a)과 중첩하는 측을 향하는 드레인 전극(B)의 폭보다 좁게 형성한다.

즉, 드레인부에서 선폭을 얇게 하여 게이트전극(10a)와 소스/드레인 전극(30a, 30b)이 중첩되는 면적에 변동이 있을 
시 Cgd의 변동량을 최소화하기 위함이다.

도2b는 본 발명에 따른 제2실시예로, 박막트랜지스터의 드레인 전극의 면적의 변동을 줄인 액정 디스플레이 패널의 구
조 평면도이다.

구성 및 제조 공정은 상기 제1실시예와 동일하다.

상기 게이트 전극(10a)과 중첩하는 영역의 경계부 주위에 형성된 드레인 전극(A)의 폭이 상기 경계부 주위를 제외한 
드레인 전극(B)의 폭보다 좁게 형성되어 있다.

    
이상 제1실시예 및 제2실시예와 같이 게이트 전극(10a)과 중첩하는 영역의 경계부 주위의 드레인 전극의 폭을 좁게 형
성함으로써 게이트 배선(10)을 기준으로 상기 데이터 배선(30), 소스 전극(30a) 및 드레인 전극(30b)을 형성시 마스
크의 얼라인이 어긋나는 등의 오버레이(overlay) 변동량으로 인해 게이트 전극(10a)과 소스 전극(30a), 게이트 전극
(10a)과 드레인 전극(30b)의 중첩부분의 변동이 발생하더라도 상기 반도체층(20) 및 게이트 절연막 하부에 형성되어 
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있는 게이트 전극(10a)과 드레인 전극(30b)의 중첩되는 부분의 면적의 변동을 줄일 수 있다.
    

도1을 참고하여 중첩부분의 면적의 변동량이 줄면 게이트 전극(10a)과 드레인 전극(30b) 사이에 기생용량 Cgd 의 변
동량이 줄어드므로 박막트랜지스터(50)가 턴오프(turn-off) 시에 용량성 커플링에 의한 액정 전압의 전압 변동(ΔV)
이 줄어들고, 이는 아래의 수학식3에서 증명된다.

수학식3

ΔV=                     

Csto : 스토리지 커패시터

CLC : 액정에 의한 커패시터

δVg : 게이트 전압 변동량

    발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같은 본 발명에 따른 액정 디스플레이 패널은 다음과 같은 효과가 있다.

게이트 전극과 중첩하는 영역의 경계부 주위에 형성된 드레인 전극의 폭이 상기 경계부 주위를 제외한 드레인 전극의 
폭보다 좁게 형성함으로써 드레인 전극의 오버레이(overlay)에 변동이 있을지라도 게이트 전극과 중첩되는 상기 드레
인 전극의 면적의 변동량이 적으므로 게이트 전극과 드레인 전극의 중첩으로 인해 생기는 용량의 변동이 줄어들기 때문
에 액정 디스플레이 패널의 화질을 개선할 수 있다.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 이탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능
함을 알 수 있을 것이다.

따라서, 본 발명의 기술적 범위는 실시예에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의하여 정해져
야 한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

기판 상에 다수 개로 형성된 게이트 배선 및 게이트 전극;

상기 게이트 배선 및 전극을 포함한 기판 상에 형성된 게이트 절연막;

상기 게이트 절연막 상에 소정 영역에 형성된 반도체층;

상기 반도체층 상에 형성된 오우믹콘택층;

상기 게이트 배선과 교차하게 패터닝되어 형성된 다수 개의 데이터 배선;

상기 데이터 배선과 함께 패터닝되어 상기 오우믹콘택층 상에 형성된 소스 전극;
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상기 화소 내에 형성된 화소 전극;

상기 오우믹콘택층 상에 상기 화소 전극과 연결되도록 상기 데이터 배선과 함께 패터닝되어 형성되고, 그 폭이 균일하
지 않게 형성된 드레인 전극을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 패널.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 게이트 전극과 중첩하는 영역의 경계부 주위에 형성된 드레인 전극의 폭이 상기 경계부 주위를 
제외한 드레인 전극의 폭보다 좁게 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 패널.

도면
도면 1

도면 2a
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도면 2b
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摘要(译)

本发明提供液晶显示面板及其制造方法，并用欧姆接触图案化：多条数
据线：图案化为与栅极布线交叉并形成并形成在半导体层上的数据线形
成在栅极绝缘层上的固定区域上的栅极绝缘层：形成在包括栅极电极的
基板上的栅极绝缘层：栅极布线和电极：上述半导体层，以便与形成的
像素电极上的像素电极连接：欧姆接触它在源电极内被图案化：形成在
欧姆接触上的栅极布线和由数据线和数据线限定的像素形成。像素由形
成的部分构成，使得宽度是均匀的漏电极。并且，由于围绕边界重叠的
栅极电极形成的漏极电极的宽度形成为漏极电极的宽度，除了围绕连接
到栅极电极的漏极电极之间的重复区域的变化的边界。减小了容量
（Cgd）变化，并且可以改善液晶显示板的图像质量。漏电极。
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